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 正方晶の結晶構造をもつ EuZn2Ge2は TN = 7.5 K の比較的単純な反強磁性体と報告され

ている化合物である[1]。しかしながら今回育成した単結晶試料による基礎物性測定では、

複雑な逐次相転移を示す結果が得られた。 

 図 1 に帯磁率の温度依存性を示す。TN = 7.5 K に反強磁性転移に伴う急激な帯磁率の減

少を観測した。さらに低温の Tt = 5 K 付近においても帯磁率の異常が見て取れる。特筆す

べきは、TNより高温側で新たに発見された異常である。T
*
 = 15 K 付近に TNに比べると小

さいものの、明らかに異常が存在していることが分かる。キュリー・ワイス則より見積も

った有効ボーア磁子数は Eu
2+より期待される値と良い一致を示す。TN 以下では、磁化過

程にスピンフロップに伴う磁化の跳びが観測されており、反強磁性状態であることを裏付

ける結果となっている。一方、TN < T < T
*の温度領域では明確なスピンフロップは観測さ

れておらず、T
*の転移が磁気転移に由来するものであるか、その詳細は明らかになってい

ない。図 2 に比熱の温度依存性を示す。T
*では 2 次転移的、TNでは 1 次転移的な比熱異

常を示すことが明らかとなった。TN では構造相転移も同時に起きている可能性が高いと

考えている。Tt付近の異常は比熱ではわずかな変化として観測されている。エントロピー

は TN、T
*でおよそ Rln2、Rln4 と見積もることができ、転移の起源に興味がもたれる。 
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図 1. 帯磁率の温度依存性 
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図 2. 比熱の温度依存性 
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